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 چکیده 

رو باتوجه به    ین.از ایستندها ن   یازن  ینبرآورده کردن ا  یجواب گو  یکي الکترون  یانسان ها دستگاه ها  یها  یاز امروزه باتوجه به ن

در ابعاد نانو    یساز  یادهعدم امکان پ   ي،اتصال کوتاه کانال ، توان نشت  یهناح  یرنظ  CMOS  یموجود در فناور   یها  یتمحدود

الکترون علم  ت   یکپژوهشگران  فناور  یگزینجا  ی ها  یفناور  یافتن  یبرا  لاشدر  سمت  متر  ی ها  یبه  اند    ینانو  از    یکيرفته 

توان    یعُسر  يچون توان محاسبات  یایيال مزشام  یرفناو  ینباشد ا  يم  يکوانتم  يسلول  یاتوماتا  یفناور  یشنهادیپ   یها  یفناور

به منظور    يو اساس   یهشده است تا در ابتدا توابع پا  ي مقاله سع  یندر ا  . یباشدم  یو امکان ساخت در ابعاد نان متر  ین پا  ي معرف

  یژه ه وب  ظه وحاف  یساز  یادهپ   یها  ي مرور انواع روش  یو سپس تمرکز مقاله بر رو  ي معرف  یفاور  ین بر ا  يمدارت مبتن  يطراح

ا  يم  RAMحافظه   به  تا  کارها  ياجمال  یابيارز  یه  یبترت  ینباشد.  پ   یاز  م  یشینانجام شده  علاقه  تا    ین ا  ندانحاصل شده 

 یبرا  یشروپ   یدید تا چالش ها و مباحث کلبتوان  یمقاله مرور  ینآشنا شده و ا  یفناور  ینا  یات بتوانند با مباحث و ادب  یفناور

 . یدحوزه فراهم نما ینعلاقمندان ا یهموار برا یرکرده و مس ا آشکارعرصه ر  ینپژوهشگران فعال در ا

 

 .، اتوماتای سلولي کوانتمي  RAMتابع اکثریت، حافظه، حافظه : های کلیدیواژه
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 مقدمه   .1

تکنولوژی   در  موجود  های  محدودیت  و  مشکلات  به  باتوحه  نشي،    CMOSامروزه  توان  کانال ناحیه  نظیر  کوتاه    ، اتصال 

به منظور ت  ودیدمح فناوری جدیدی  راه حل و  تا  دانشمندان در تلاش هستند  پژوهشگران و  تراشه   ابعاد  در کوچک سازی 

فناوری    ITRSي پیدا کنند. در نتیجه بر اساس گزارش سازمان  جایگزین کردن نیازهای جامعه طراحان سیستم های دیجیتال

د از: نانو لوله های کربني ، حلقه های بنزني،  که عبارت ان ت.  اس  شده   در نظر گرفته  CMOSهایي برای جایگزیني تکنولوژی  

توسط پروفسر لنت برای   ۱۹۹3تمي. به طور کلي فناوری اتوماتای سلولي کوانتمي در سال  نانو سیم هاُ، و اتوماتای سلولي کوان

صرفي پایین، توان پردازش سریع  ن متواو،  ناولین بار معرفي شد. این فناوری دارای مزایایي چون امکان پیاده سازی در ابعاد نا

   . [5-1]مي باشد

انداز ایفا مي کنند که عبارت  اتوماتای سلولي کوانتمي دو دروازه منطقي نقشه کلیدی را  دروازه   به طور کلي، در فناوری 

نطقي بزرگ  ت مارامد  يمنطقي معکوس کننده و دروازه منطقي اکثریت. به عبارت دیگر با داشتن این دو روازه مي توان تا تمام

خود جلب کند مدار تمام جمع   تر را طراحي کرد. علاوه براین یکي از مدرات پرکاربرد که توانسته است تا مخاطبان زیادی را به

دروازه این  است.  ها  کننده  زمینه  از  بسیاری  در  و  بوده  منطقي حسابي  دروزاه  یک  دارد.   ی منطقي  کاربرد  دیجیتالي    مدرات 

زادرنتیجه طرح ه دیادی  رابطه  ی  این  ایت فناوری چند  ر  به منظورارزیابي مدارات در  اراپه شده است. به طور کلي  تا کنون 

-6]مي باشندتاخیر که این سه پارامتر پارامتر های اصلي    پارامتر کلیدی وجود دارد که عبارت اند از: مساحت، تعداد سلول،

10] 
احي برای وجود دارد طراحي به منظور هدفي خاص و طرکلي  کرد  ویربه طور کلي به منظور طراحي مدرات دیجیتال دو  

رت اند از توان  کاربرد عمومي در نتیجه به منظور طراحي با هدف خاص پارامتر های دیگری نیز جهت ارزیابي وحو دارد که عبا

، تعداد مقادیر فیکس اشکال[11]مصرفي  پذیری  این    [13]و طراحي فیزیکي  [12] ، تحمل  از  براساس  ها    امترارپ .هر یک 

طراحي  این هدف  و  که  مقاله  این  هدف  به  باتوجه  گرفت.  خواهند  قرار  تمرکز  و  ارزش  مورد  هست  هدفي  چه  با  مداری  چه 

  برسي مدارات از منظر ارزیابي پارامتر های عمومي اوری تمرکز اصلي مقاله بر روی  گستردگي پیش رفت های موجود در این فن

 . خواهد بودحافظه برای مدرات 

از بخش اول مقدمه، بخش دوم مرور مطالب پایه، بخش سوم    این مقاله عبارت اند   تشکیل دهنده   رتیب بخش هاین تای  هب

برای طراحي   نیاز  پایه مورد  ارزیابي طرح های حافظه    عنواع، و بخش چهارم مرور  حافظهمدارات  بخش  و      RAMحافظه و 

 ي باشد مپنجم نتیجه گیری 
 

 

   میوانتلی کلوسمبانی اتوماتای     .2

 مباني پایه به منظور طراحي تمام جمع کننده تحمل پذیر خطا بپردازیم حال مي خواهیم به مرور مباني این فناوری و  

 

   سلول  -1-1-2

هر سول در ان فناوری به شکل مربع بوده و از چهار نقطه کوانتمي و یک جفت الکترون تشکیل مي گردد. که باتوجه به  

ا هم دیگر را دفع کرده و باید همیشه در دور ترین افعه بار های هم نام در هر سلول این الکترون هیک و دتتراکنش الکترواستا

نقطه نسبت به هم قرار گرفته شوند در نتیجه دو حالت برای مدل سازی مقادیر در هر سلول وجود دارد و ما مي توانیم به این  

 لول نمایش داده شده است.ختار ساس ۱منطقي را مدل سازی کنیم. در شکل  ۱و 0ترتیب 
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 نمایش سلول، معکوس کنندهُ و تابع اکثریت در فناوری اتومای سلولی کوانتمی. -1شکل 

   سیم  -2-1-2

  ش و دو حالت متداول برای نمای   در این فناوری سیم از در کنار عم قرار گرفتن سلول ها به صورت متوالي تشکیل مي کردد 

درجه تمامي سلول های مجود    ۴۵درجه و تفاوت این دو در این است که در سیم    ۹0درجه و سیم    ۴۵جود دارد سیم  سیم و

  ۲درجه چرخوانده مي شود تا به این ترتیب بتوان خواص متفاوتي را ایجاد کرد. در شکل    ۴۵در آن خط فرضي خاص به میزان 

 . [14]یش داده شده استساختار سیم نما
 

 تاکثریتابع    -3-1-2

باشد.    فناوری مي  این  در  توابع موجود  ترین  از کلیدی  یکي  اکثریت  تابع  اشاره شد  باید همواره  همان طور که  تابع  این 

ردی  شامل تعداد فردی از ورودی باشد. که متداول ترین آن تابع اکثریت سه ورودی و پنج ورودی مي باشد. تابع اکثریت سه و

است. و تصمیم گیری و تولید مقادیر خروجي   دهنده و از یک سلول خروجي تشکیل شدهل رای  واز سه سلول ورودی و ک سل

رابطه   در  کیرد  مي  صورت  الکترواستاتیکي  های  تراکنش  براس  و  اکثریت  رای  سه   ۱براساس  اکثریت  تابع  به  مرمود  فرمول 

 . [5-1]ه استاده شددتابع اکثریت سه ورودی نمایش ساختار  3ورودی آورده شده است همچنین در شکل 
3-input majority = AB + BC + AC                                                                                                                                                         (1) 

 معکوس کننده  -4-1-2

منطقي کلیدی در این فناوری دروازه معکوس کننده مي باشد. که مکانیسم    هردروازگهمان طور که پیش تر اشاره شد دی

عملکردی آن نیز بر اساس دافعه الکتروني مي باشد و منطق آن نیز براساس جایابي سلولي تشکیل مي گردد. تا کنون طرح 

مشاهده مي    ۴آن را در شکل    نل تریومتداهای زیادی به منطور پیاده سازی معکوس کننده ها اراپه شده است که در ادامه  

 . [1]کیند
 

 یورود  5ت  یاکثر  دروازه  -5-1-2

 ۲شکل در زین آن شکل  و  تابع نیهمچن  .است شدهل یتشک يخروج کی از و Voter کی ،یورود  ۵ از یورود ۵ تیاکثر تیگ

 .است شده داده نشان

M(A,B,C,D) 

=ABC+ABD+ABE+ACD+ACE+ADE+BCD+BDE+CD                                                                               (2)   
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 [15]تابع اکثریت پنج ورودی طرح  -2شگل 

 دو در طرح نیا ننیهمچن. باشديم واسط سلول چند و يخروج سلول کی و Voter سلول ک ی و ی ورود ۵ شامل طرح نیا

 شد خواهد دیتول متناظر يخروج مقدار باشند  چه ياعمال  ریمقاد کهنیا به توجه  با زین تیگ نیا در اجراستقابل ي زمان کلاک

 است. شی نماقابلی این تابع در زیر  سازه یشبهمچنین نتایج حاصل از  .[15]

 

 [15]تابع اکثریت پنج ورودی طرح  -3شکل 

 سللول نسبت به یودرو یهالسلو از يبرخ مورب يگیهمسا  لیدل  به  و  یورود  یهاسلول  دمانیچ  نحوه  به  توجه  با  طرح  نیا  در

voter  یاثرگلذار از هلایورود متملا  تا  گردد  موجب  بیترتنیابه  تا  شدهاستفاده  هاسلول  نیا  انیم  در  ياضاف  سلول  یسر  کی  از 

 يخروجل مقدار نییتع منظوربه. ندارد وجود مرکز در متمرکز صورتبهد. گردن  برخوردار  voter  سلول  مقدار  نییتع  یبرا  يکسانی

 ۴ تلا ۱  یهلاشلماره  بلا  کله  یيهلاسللول  از  کیل  هلر  سلپس.  شلدهاعمال  تیگ  به  یورود  ۵  با  متناظر  ریمقاد  یيداابت  کلاک  در

 نیلا  یبعلد  کللاک  در  تیدرنها  و  شده  مقدار  نییتع  مجاورشان  هیاول  یورود  یهاسلول  یسو  از  یمواز  صورتبه  اندشدهمشخص

 ملورد  جلهینت  بیلترتنیلابه  و.  شوديم  داده  لیتحو.  است  شده  یگذارنام  OUT  که  یمرکز  سلول  به  را  خود  ریمقاد  سلول  چهار

 است.  مشاهدهقابلی در ادامه سازهیشب. همچنین نتایج حاصل از این [16]شد  خواهد حاصل انتظار
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 [16]تابع اکثریت پنج ورودی طرح  -4شکل 

  در هایورود اعمال امکان. میندار يخروج مقدار دیتول منظوربه   crossover متد از استفاده به ياجیاحت چیه ساختار نیا در

  یمرکز سلول ۷ از استفاده واسطهبه طرح نیا. باشديم ریپذ امکان يآسانبه  اندشده یگذارهیپا  ساختار نیا اساس بر  که يمدارت

 [17].دش نداهوخ وارد دوم کلاک  در زین يان یم  یهاسلول  و واردشده،   اول کلاک  در یهای ورود نیهمچن. است گرفتهشکل

 

 [17]تابع اکثریت پنج ورودی طرح  -5شکل 

  کلاک  فاز ي انیم سلول ۸ سپس  واردشده،  ۱ کلاک در آن  یهایورود که.  است شدهيمعرف یقو تیاکثر تابع  کی طرح نیا در

 [19].است برخوردار يقبل طرح  نسبت  کمتر یریپذ زینو از طرح ن یا. شد  خواهد وارد دروازه به دوم

 

 [19]ت پنج ورودی طرح اکثریتابع  -۶شکل 
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  متد  از استفاده بدون تابع  یسازادهیپ  فن از طرح نیا در اما برسد نظر  به 3 شماره طرح با مشابه  اول نگاه  در دیشا طرح نیا

crossover    ده نکن جمع یسازادهیپ  منظوربه ساختار نیا از توانيم. است شده استفاده ۵ و ۴ شکل های یهاطرح مانندبه  

 [20].گرفت بهره رهیزنج

 

 [20]تابع اکثریت پنج ورودی طرح  -۷شکل 

  کلاک   در  انیم  یهاسلول   سپس   شده،اعمال  های ورود  اول  کلام  در.  است  شده  درآورده  اجرا  به  هیلا  تک  صورتبه   طرح  نیا

   یهاطرح   نسبت  به  حرط  نیا  گر یدعبارتبه.  شد  خواهد  مقدار  نییتع  سوم  کلاک   در  زین  تیگ  يخروج  مقدار  سپس  و   یبعد

 .اجراستقابل کمتر کلاک   کی با ۶ و  ۵ و ۴ شکل های

 

 [21]تابع اکثریت پنج ورودی طرح  -۸شکل 

مي    در این طرح موانع و مشکلات موجود در طرح های دیگر از میان برداشته شده است  و تنها عیب این طرح در رابطه با مصرف تعداد سلول بیشتر 

که  ورودی طرح دیگری  ۵زینه ساخت بالاتری است. به منظور کاهش هزینه ها در طراحي مدارات مبتني بر تابع اکثریت حت و هاباشد و حدر رفتني مس 

 قابل مشاهده است. توسط میلاد باقریان از تیم دکتر ناوی ارائه شده است. 8در شکل 
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 [22]تابع اکثریت پنج ورودی طرح  -۹شکل 

موانع و محدودیت های موجد در طرح های پیشین از میان رفته است و   قای انگیزیهادی آندر این طرح به مانند طرح پیش

علاوه بر این این طرح با مصرف تعداد سلول و مساحت و هزینه ساخت و توان مصرفي کمتری قابل پیاده سازی مي باشد در  

این بخش صرفا مي    خت فعلا درم پردایادامه به علل کاهش توان مصرفي در هر یک از طرح ها به نسبت طرح پیشین خواه

ورودی آشنا شویم. سپس به منظور کاهش منابع مورد نیاز و نیز هزینه ها    ۵خواهیم تا با ساختار انواع طرح های تابع اکثریت  

 نشان داده شده است.   9ارائه شده است که در شکل خسروشاهي طرح دیگری مجدد توسط باقریان  

 

 [23]طرح ورودی  تابع اکثریت پنج -10شکل 

در این طرح با تعداد سلول و مساحت کمتری به نسبت طرح پیشین پیاده سازی شده است و علاوه براین در طراحي سلول  

های ورودی و خروجي در پخش ترین حالت ممکن قرار گرفته شده اند. و به این منظور تمام سول های ورودی به صورت 

ي گردد تا مدیریت مفیزیکي طرح در بهینه ترین حالت ممکن  موجب م ین خودامعکوس به بدنه طرح وارد مي شوند که 

صورت بگیرد. و در نهاید مقدار خروجي نیز به صورت معکوس خارج شده تا اثر معکوس سول های ورودی را خنثي کرده و  
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ح پیشین نسبت طرسي به اعلاوه براین موجب تسهیل در امر توسعه پذیری مدار شده است. با وجود مزایای درای یک عیب اس

مي باشد و آن اسن است که تمامي ورودی های درای ظریب تاثیر گذاری یکسان نمي باشد. درنتیجه به منظور توسه پذیری 

 برخي از مدارات مناسب نمي باشد.

 

 QCAانواع حافظه در -3

زمان  صورت موازی و همبه  ندهایافري  ماتم. در حافظه موازی  شونديبه دودسته سری و موازی تقسیم م  یحافظه در این فناّور

کمي خواهد   ریگیرند. و این امر موجب تأخزمان مورد دسترسي قرار ميهای یک کلمه همدر حال شک گیری بوده  تمامي بیت

از کلمه مصرف  ایرادی هم دارد در این حالت جریان مداوم و بالا برای هر بیت  اما این روش  ی  ازحافظه مو  نیشده بنابراشد. 

زیاد و فضای کمي نیاز دارد. زیرا   ریاست مناسب نیست. از طرف دیگر حافظه سری تأخ  ریتر از تأخالتي که ناحیه مهمای حبر

 گیرند.  ها یکي پس از دیگری در دسترس قرار ميبیت

 ی حافظه مواز -1-3

 کیدوبله  MUXحافظه از یک    ینا  درشده است.  از چرخه یک بیتي از حافظه موازی نشان داده  کینمایي شما ت    11در شکل  

 RD/WRآن متصل شده و در طول عملیات خواندن سیگنال   یهايبه یکي از خروج  هایاز ورود  يکیشده که در آنبکار گرفته

 .دینمايچرخه حافظه عمل ممانند یک  پایین است. و مالتي پلکسر در حالت بازخورد قرار دارد. و به

 

 زی واساختار حافظه ی م -11شکل 

.  شوديم  یو مقدار جدید در حافظه بارگذار رود يبالا باشد، ورودی جدید به خروجي مالتي پلکسر م RD/WRتي سیگنال قو

 شده است.نمایي از سلول حافظه به اجرا در آماده نشان داده ۱۲در شکل
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 [24]حافظه موازی  -12شکل 

 ی حافظه سر -۲-3

 ی سازادهیدر آن به تعداد سلول کمتری برای پ   کهی طورحافظه سری از مزیت خوبي نسبت به حافظه موازی برخوردار است. به

مختلفي وجود دارد. در اغلب این    یهاو طرح  هایاین نوع از حافظه معمار  یسازادهیمنظور پ طرح مورد انتظار احتیاج داریم. به

شده است. برای نوشتن آن از تولید ساعت پیچیده استفاده  یجاج مورداستفاده قرار نگرفته و بهها از نحوه تولید ساعت رایطرح 

های یک کلمه در پریود ساعت، بالا باش. و در خواندن حافظه سری نیز باید این سیگنال به د بیتباید تعدا  RD/WRسیگنال  

 . [24]های کلمه، پایین باشد  تعداد بیت

 

 . [24]ح حافظه سری طر -13شکل 
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 . [24]حافظه سری طرح  -14شکل 

 ي بیحافظه ترک 3-3

منظور طراحي سری و موازی آشنا شدید. بنابراین با توجه به در بخش قبل با فواید و معایب هر دو نوع از معماری بکار رفته به 

تأخ بر  موردن  رینیازمان در هر طرح مبني  اشغالي  یا فضای  پیشرو    یهااستیس  ازیو  را  با  میریگيممختلفي  نیز  . در شرایطي 

طور ترکیبي شود. به  یهاتا منجر به تولید حافظه  تواند يهای موجود در هر یک از این دو نوع م  یوبرتر  یهايژگیترکیب این و

بیتي استفاده کرد تا یک کلمه کامل به دست    ۸حافظه    یاز واحدها   توانيبیتي  م   3۲با تعداد کلمات    یامثال برای حافظه

 . [24]شده استاین متد نشان داده 33-۴ . در شکلآورد

 

 ساختار حافظه ترکیبی  -15شکل 

 RAMحافظه  
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ی از  اریبسای است که در    حافظه . این  باشد يم  RAMی ، حافظه  هاحفظالمان    نیترمهمو    نیتریدی کل  دیدانيمکه    طورهمان

ی اداده. به عتوان مثال هر  باشد يمو بسیار مهم و کلیدی    قرارگرفته  مورداستفادهی کامپیوتری  هادستگاهمربوط به    پردازشت

به درون حافظه  حافظهاز    شزدارپ   منظوربه و  واکشي شده  اصلي  پردازش    شوديماعزام    RAMی  بالاتر    ها دادهتا  با سرعتي 

 است.  مشاهده قابل 3۴-۵در حالت کلي در شکل   RAMانجام گیرند. شماتیک مربوط به عملکرد حافظه 

Input

Select

Output

Write/Read

Loop

 

 ساختار حافظه ایستا  -1۶شکل 

 

 . [19]طرح  RAMحافظه  -1۷شکل 

به جدول مقایسه شامل   این طرح حافظه مبتني بر تابع اکثریت پنج ورودی و توسط آقای انگیزی اراپه شده است. و باتوجه

 تعداد سلول، تاخیر،  و مساحت بیشتری به نسبت طرح های اخیر مي باشد. 
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 .[22]طرح  RAMحافظه  -1۸شکل 

دارای ساختار کلي یکسان بوده با این   این طرح توسط باقریان خسروشاهي اراپه شده است. این طرح نیز به مانند طرح انگیزی

تاخیر و تعداد  تفاوت که از یک تابع اکثریت پنج ورودی جدید در ساختار آن استفاده شده است و این امر موجب گردیده تا 

 ها و مساحت کاهش پیدا کند. سلول 

 

 . [23]طرح   RAMحافظه  -1۹شکل 

ي باشد . این طرح توسط ماجد اراپه شده است و در آن از یک تابع  مبتني بر این فناوری م RAMاین طرح جدید تزین حافظه 

گزارشي که در اکثریت جدید استفاده شده است و این اکر موجب کاهش تعداد سول و مساحت تراشه شده است. اگرچه طبق  

یکسان برخردار نمي  خود مقاله نیز آمده است این تابع اکثریت شامل نقص بوده و تمامي ورودی های آن از ظریب اثر گذاری  

 باشد در نتیجه نمي توان از آن به منظور توسعه برخي از مدارت استفاده نمود. 
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 . RAM  حافظه مقایسه جدول  12-5 جدول

 تاخیر تعداد گیت مورد نیاز  شغالي مساحت ا ها  تعداد سلول طرح ها 

 RAM [22] 88 0.08 5 1.5حافظه 

 RAM [94] 158 0.16 8 2حافظه 

 RAM [25] 109 0.13 8 1.75حافظه 

 RAM [19] 75 0.98 6 1.5حافظه 

 RAM [22] 71 0.06 5 1.25حافظه 

 RAM [23] 67 0.05 5 1.25حافظه 

 

 نتیجه گیری  -4

مي باشد که توانسته است تا مخاطبان و    CMOSنتمي یکي از فناوری های جایگزین برای فناوری  ی سلولي کوااتوماتافناوری  

پژوهشگران زیادی را به خود جلب کند. در این مقاله سعي شده است تا انواع روش های طراحي حافظه معرفي شده و سپس  

ورد این طرح ها بدست آید. این مقاله مروری اجماعي در مگذاشته شده است تا یه ارزیابي    RAMتمرکز بر روی حافظه های  

با این زمینه کاری ژوهشگراني که به تازگي مي خواهند تا وارد این زمینه پژوهشي شوند مفید مي باشد تا با خواندن آن  برای پ 

ان طور که  اده کرد. هماستف  QCADesignerآشنا شوند. به منظور شبیه سازی این مدارات مي توان تا از نرم افزار متن باز  

ته کلي عمومي و خاص منظور تقسیم مي شوند به منظور ارزیابي مدارات مبتني بر این  ارامتر های ارزیابي به دو دس\اشاره شد  

فناوری پارامتر هایي نظر تاخیرُ تعداد سلول، مساحت پارامتر های کلیدی بوده و به منظور ارزیابي دقیق تر مي توان تا پارامتر 

پذیری را نیخاص منظوره  های   افزود. . علاوه بر این دو روش  نظر، تعداد فیکس، توان مصرفي  و تحمل  ز به جدول مقایسه 

وجود دارد روش اول مبتني بر تابع اکثریت سه ورودی و مدار معکوس کننده و حالت     RAMمتداول برای پیاده سازی حافظه  

شتری را کوس کننده. در طرح های اخیر حالت دوم طرفداران بیی و مدار معدوم مبتني بر مدار اکثریت سه ورودی و پنج ورود

به خود جلب نموده است زیرا به این شیوه مي توان تا موازی سازی را بالا برده و در مصرف مساحت تراشه و تعداد سلول صرفه 

عبي نیز مي باشد در    شیوه دارای  خوب اخیر براساس این شیوه پیاده سازی شده ایند ولي اینجویي کرد در نتیجه سه طرح  

سیستم در زماني که سیستم دچار خطا و یا خرابي شده باشد یافتن محل خطا در حالتي که از    رابطه با ارزیابي و عیب یابي

تابع اکثریت پنج ورودی استفاده شده باشد به مراتب سخت تر از حالتي است که مدار مبتني بر تابع اکثریت سه وردی پیاده  
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Abstract— Nowadays, based on human needs, electronic devices can not provide the user 

wants, so some activities need to do to increase the hardware's ability. Considering the 

limitations in CMOS technologies such as; short channel, fabrication, Leakage power, and so 

on. The electronic researchers started an effort to find a solution to simplified CMOS 

limitations, so they found Nanotechnologies best. one of the notable solutions is Quantum 

cellular automata. These technologies can provide many advantages such as; fast calculation, 

low power consumption, nanoscale, etc. In this paper, we try to evaluate basic gates in order 

to design big circuits. Then we focused on ways to design kinds of memories, especially 

Static Random-Access Memories. As a result, this evaluation is helpful for these field 

followers in order to find notable information about this field study to learn challenges and 

drawbacks about these issues to simplify the way for electronic researchers. 
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